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Азот вступает в  химическое взаимодействие также и  с  Рb0-центрами, происходит образование 
Si — N-связей (рис. 5) [10; 19], в результате чего плотность поверхностных состояний на границе крем-
ний – оксинитрид кремния будет уменьшаться:

6N + 2 ——— Si — Si ——— + 2 ——— Si• → 6 ——— Si — N ——.

Таким образом, атомы азота, взаимодействуя с оборванными связями, заменяя нескомпенсирован-
ные или напряженные связи на более устойчивые (ввиду высокой электроотрицательности азота), мо-
гут интегрироваться на границе, образуя более прочные связи, чем в объеме Si. Устранение дефектов 
на границе оксида, имплантированного азотом, улучшает такую его характеристику, как заряд пробоя, 
способствует уменьшению процессов деградации, вызванных горячими электронами [10; 20].

Полученные результаты не могут быть объяснены замедлением скорости роста оксида, содержащего 
атомы азота. При использованных дозах ИИ азота значения толщин подзатворных оксидов приборов, 
полученные на основании измерений ВФХ, не отличались более чем на 5 %. Вероятно, это обусловле-
но тем, что в процессе окисления и отжига бóльшая часть атомов азота сдвигается к границе раздела 
Si – SiO2, образуя вблизи нее слой с повышенной концентрацией азота. Именно окисление этого слоя 
может замедлить общую кинетику, но только на начальных этапах процесса формирования оксида. 
Впоследствии оставшаяся в кремниевой подложке часть атомов азота более низкой концентрации не 
сможет существенно повлиять на кинетику роста толстых оксидных слоев. Наши предположения со-
гласуются с данными работ [10; 21; 22]. Так, в исследовании [21] наблюдалось снижение скорости 

Рис. 4. Pb0-центр на границе Si – SiO2

Fig. 4. Pb0-center at the Si – SiO2 interface

Рис. 5. Образование химических связей атома азота с атомами кремния на границе Si – SiO2

Fig. 5. Chemical bonds formation of a nitrogen atom with silicon atoms at the Si – SiO2 interface


